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【57】申請專利範圍

1.　一種主動式湧浪防護結構，其係鄰近設置於一核心電路，並與該核心電路共同電性連接

一電源線，該主動式湧浪防護結構包括：一湧浪數位轉換器，係連接一高電壓位準與一

低電壓位準，該湧浪數位轉換器包括複數個湧浪偵測電路，其中每一該湧浪偵測電路係

用以偵測該電源線上之湧浪事件，並且在該湧浪事件發生時輸出一數位訊號；以及一箝

位電路，係連接該電源線與該湧浪數位轉換器，該箝位電路係鄰近設置該核心電路，以

在該湧浪事件發生時疏濬能量，其中，每一該湧浪偵測電路係包括：一電壓偵測單元，

其係連接於該電源線、該高電壓位準、以及該低電壓位準之間，以辨識該湧浪事件；一

記憶單元，其係連接於該電源線、該高電壓位準、以及該低電壓位準之間，且該記憶單

元係與該電壓偵測單元並聯；一緩衝單元，連接於該記憶單元與該箝位電路之間，其

中，當該電壓偵測單元辨識該湧浪事件，並將辨識記錄寫入該記憶單元，該數位訊號係

經由該緩衝單元輸出；以及一重置單元，連接該記憶單元、該緩衝單元以及該低電壓位

準，該重置單元係輸出一重置訊號，該湧浪數位轉換器輸出之複數個該數位訊號係傳送

至該箝位電路並用以驅動該箝位電路，使得該箝位電路係可根據該些數位訊號調節其能

量疏浚能力。

2.　如請求項 1 所述之主動式湧浪防護結構，其中該箝位電路係為一功率金氧半場效電晶

體，該功率金氧半場效電晶體包括複數個叉指。

3.　如請求項 2 所述之主動式湧浪防護結構，其中該些叉指係可部分開啟或完全開啟。

4.　如請求項 1 所述之主動式湧浪防護結構，其中該重置訊號係可將該數位訊號重置至一起

始狀態。

5.　如請求項 4 所述之主動式湧浪防護結構，其中該重置訊號係可再次重置該數位訊號，以

偵測下一該湧浪事件。
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6.　如請求項 1 所述之主動式湧浪防護結構，其中該數位訊號係為一轉態位元，當該湧浪事

件產生且被偵測到時，該轉態位元係由 0 轉為 1。
7.　如請求項 6 所述之主動式湧浪防護結構，其中當該湧浪數位轉換器包括 N 個該湧浪偵測

電路，且該湧浪數位轉換器係為 N 位元的湧浪數位轉換器，該箝位電路之該些叉指係可

劃分為 N 個群組，且該 N 個群組係各自由 N 個該轉態位元所驅動。

8.　如請求項 1 所述之主動式湧浪防護結構，其中該電壓偵測單元係為由 P 型金氧半場效電

晶體、N 型金氧半場效電晶體、二極體或其中至少一者所形成之串接組合。

9.　如請求項 8 所述之主動式湧浪防護結構，其中每一該湧浪偵測電路中之該電壓偵測單元

所包含之串接組合，其係可各自包括不同數量之 P 型金氧半場效電晶體、N 型金氧半場

效電晶體、二極體或其中至少一者。

10.一種湧浪數位轉換器，連接一電源線，該湧浪數位轉換器係包括複數個湧浪偵測電路，每

一該湧浪偵測電路係用以偵測該電源線上之湧浪事件，並且在該湧浪事件發生時輸出一

數位訊號，其中，每一該湧浪偵測電路包括：一電壓偵測單元，其係連接於該電源線、

一高電壓位準、以及一低電壓位準之間，以辨識該湧浪事件；一記憶單元，其係連接於

該電源線、該高電壓位準、以及該低電壓位準之間，且該記憶單元係與該電壓偵測單元

並聯；一緩衝單元，連接該記憶單元，其中，當該電壓偵測單元辨識該湧浪事件，並將

辨識記錄寫入該記憶單元，該數位訊號係經由該緩衝單元輸出；以及一重置單元，連接

該記憶單元、該緩衝單元以及該低電壓位準，該重置單元係輸出一重置訊號。

11.   如請求項 10 所述之湧浪數位轉換器，其中該重置訊號係可將該數位訊號重置至一起始狀

態。

12.   如請求項 11 所述之湧浪數位轉換器，其中該重置訊號係可再次重置該數位訊號，以偵測

下一該湧浪事件。

13.   如請求項 10 所述之湧浪數位轉換器，其中該數位訊號係為一轉態位元，當該湧浪事件產

生且被偵測到時，該轉態位元係由 0 轉為 1。
14.   如請求項 13 所述之湧浪數位轉換器，其中當該湧浪數位轉換器包括 N 個該湧浪偵測電

路，該湧浪數位轉換器係為 N 位元的湧浪數位轉換器。

15.   如請求項 10 所述之湧浪數位轉換器，其中該電壓偵測單元係為由 P 型金氧半場效電晶

體、N 型金氧半場效電晶體、二極體或其中至少一者所形成之串接組合。

16.   如請求項 15 所述之湧浪數位轉換器，其中每一該湧浪偵測電路中之該電壓偵測單元所包

含之串接組合，其係可各自包括不同數量之 P 型金氧半場效電晶體、N 型金氧半場效電

晶體、二極體或其中至少一者。

17.   如請求項 10 所述之湧浪數位轉換器，其中該記憶單元包括一 P 型金氧半場效電晶體、一

N 型金氧半場效電晶體與一反相器，該 P 型金氧半場效電晶體係串接該 N 型金氧半場效

電晶體，再與該反相器並聯連接。

18.   如請求項 10 所述之湧浪數位轉換器，其中該緩衝單元包括兩個串接之反相器。

19.   如請求項 10 所述之湧浪數位轉換器，其中該重置單元包括一 N 型金氧半場效電晶體，

該 N 型金氧半場效電晶體係以一控制訊號驅動，以輸出該重置訊號。

圖式簡單說明

第 1 圖係為輸入脈衝電壓為 8 伏特時，根據國際安規標準規範 1.2/50-µs 電壓波型作為湧

浪波型之示意圖。 第 2 圖係為先前技術一應用於電路板層級的湧浪防護架構示意圖。 第 3 圖

係為根據本發明一實施例之主動式湧浪防護結構之示意圖。 第 4 圖係為根據本發明一實施例

之多位元的湧浪數位轉換器之示意圖。 第 5 圖係為根據本發明一實施例之湧浪偵測電路之方

塊示意圖。 第 6 圖係為根據本發明一實施例之湧浪偵測電路之詳細電路示意圖。 第 7 圖係為
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根據本發明一實施例之三位元的湧浪數位轉換器之示意圖。 第 8A 圖係為根據本發明第一實

施例之電壓偵測單元係由 P 型金氧半場效電晶體所串聯形成之示意圖。 第 8B 圖係為根據本

發明第二實施例之電壓偵測單元係由 N 型金氧半場效電晶體所串聯形成之示意圖。 第 8C 圖

係為根據本發明第三實施例之電壓偵測單元係由 P型金氧半場效電晶體與 N 型金氧半場效電

晶體所串聯形成之示意圖。 第 8D 圖係為根據本發明第四實施例之電壓偵測單元係由金氧半

場效電晶體與二極體所串聯形成之示意圖。 第 9A 圖係為根據本發明一實施例之三位元的湧

浪數位轉換器，當輸入湧浪電壓為 3 伏特之模擬數據圖。 第 9B 圖係為根據本發明一實施例

之三位元的湧浪數位轉換器，當輸入湧浪電壓為 4 伏特之模擬數據圖。 第 9C 圖係為根據本

發明一實施例之三位元的湧浪數位轉換器，當輸入湧浪電壓為 5 伏特之模擬數據圖。
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